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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に相互に交差して画素領域を定義するゲート配線とデータ配線を形成する段階と
；
　前記ゲート配線とデータ配線の交差地点に構成された、ゲート電極とアクティブ層とソ
ース電極とドレイン電極を含む薄膜トランジスタを形成する段階と；
　前記薄膜トランジスタとデータ配線及びゲート配線の上部に配置した、ドレイン電極の
一部を露出する不透明な有機膜であるブラックマトリックスを形成する段階と；
　第１透明金属電極層を、前記ブラックマトリックスを有する基板の全面に蒸着する段階
と；
　前記第１透明金属電極層上部の画素領域に対応する部分にカラーフィルターを形成する
段階と；
　前記第１透明金属電極層の表面全体であり且つ前記カラーフィルター上部に第２透明金
属電極層を蒸着する段階と、
　第１及び第２の透明電極を形成するために、前記第１及び第２透明金属電極層を単一の
マスク処理を用いて同時にパターンニングする段階とを含み、
　前記第１透明電極は前記基板に直接接触し、そして前記第１及び第２透明電極は前記カ
ラーフィルターを取り囲むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基板製造方法。
【請求項２】
　前記ゲート電極と前記アクティブ層間に第１絶縁膜を形成する段階をさらに含むことを
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特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用アレイ基板製造方法。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタ上部及び前記ブラックマトリックス上部のいずれかに第２絶縁層
を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基
板製造方法。
【請求項４】
　前記薄膜トランジスタ上部及び前記ブラックマトリックス上部の双方に絶縁層を形成す
る段階をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基板製造方
法。
【請求項５】
　前記第１絶縁膜は、無機絶縁物質からなることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示
装置用アレイ基板製造方法。
【請求項６】
　前記無機絶縁物質は、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）及び酸化シリコン（ＳｉＯ２）のうち
から選択された一つであることを特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置用アレイ基板
製造方法。
【請求項７】
　前記ゲート配線上部の前記第１絶縁膜上にキャパシター金属層を形成する段階をさらに
含むことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基板製造方法。
【請求項８】
　前記第１透明電極は、前記キャパシター金属層にブラックマトリックスに形成されたス
トレージコンタクトホールを通して接触することを特徴とする請求項７に記載の液晶表示
装置用アレイ基板製造方法。
【請求項９】
　前記第１透明電極は、前記ブラックマトリックスに形成されたドレインコンタクトホー
ルを通してドレイン電極に接触することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用ア
レイ基板製造方法。
【請求項１０】
　前記ブラックマトリックスは、前記ドレイン電極の一側を完全に露出するようにパター
ニングされて前記第１透明電極がドレイン電極と側面接触するよう形成することを特徴と
する請求項１に記載の液晶表示装置用アレイ基板製造方法。
【請求項１１】
　前記アクティブ層と前記ソース電極及びドレイン電極間にオーミックコンタクト層を形
成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用アレイ基板製
造方法。
【請求項１２】
　前記第１透明電極は、前記基板を直接接触することを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示装置用アレイ基板製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に係り、導電性カラーフィルターを含むＣＯＴ（ｃｏｌｏｒ　ｆｉ
ｌｔｅｒ　ｏｎ　ＴＦＴ）構造の液晶表示装置とその製造方法に関する。
【０００２】
【関連技術】
一般的に、液晶表示装置は液晶分子の光学的異方性と複屈折特性を利用して画像を表現す
るものであって、電界が印加されると液晶の配列が変わって、変わった液晶の配列方向に
よって光が透過する特性も変わる。
一般的に、液晶表示装置は、電界生成電極が各々形成されている二枚の基板を電極が形成
されている面が向かい合うように配置して、両基板間に液晶物質を注入した後に、両電極
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間に電圧を印加して生成される電界により液晶分子を動くようにして、これにより変わる
光の透過率により画像を表現する装置である。
【０００３】
図１は、一般的な液晶表示装置を概略的に示した図面である。
図示したように、一般的なカラー液晶表示装置１１は、上部基板５と下部基板２２と両基
板間に挿入された液晶１４を含んでいる。上部基板５は赤、緑、青色のカラーフィルター
８と各カラーフィルター８間に構成されたブラックマトリックス６を含んでおり、前記カ
ラーフィルター８及びブラックマトリックス６の上部には共通電極１８が蒸着により形成
されている。
【０００４】
下部基板２２にはゲート配線１３及びデータ配線１５が交差して画素領域Ｐが定義されて
おり、画素領域Ｐには画素電極１７とスイッチング素子である薄膜トランジスタＴがマト
リックス形態で配置されている。すなわち、前記下部基板２２はアレイ基板とも称するが
、アレイ基板にはスイッチング素子である薄膜トランジスタＴをマトリックス形態で配置
して、このような多数の薄膜トランジスタＴに交差してゲート配線１３とデータ配線１５
が形成される。画素領域Ｐに形成される画素電極１７にはインジウム－スズ－オキサイド
（ＩＴＯ）またはインジウム－ジンク－オキサイド（ＩＺＯ）のように光の透過率が比較
的優れた透明導電性金属を用いる。
【０００５】
また、アレイ基板には前記画素電極１７と並列に接続したストレージキャパシターＣがゲ
ート配線１３の上部に構成され、このストレージキャパシターＣの第１電極としてゲート
配線１３の一部を用い、また、第２電極としてソース電極及びドレイン電極と同一物質で
同一層に形成されたアイランド状のキャパシター金属層３０を用いる。この時、前記キャ
パシター金属層３０は画素電極１７と接触させて画素電極の信号を受けるように構成され
る。
【０００６】
前述したようにカラーフィルター基板としての上部基板５とアレイ基板としての下部基板
２２とを合着して液晶パネルを製作する場合には、上部基板５と下部基板２２の合着誤差
による光漏れ不良などが発生する確率が非常に高い。
【０００７】
以下、図２を参照して説明する。図２は図１のII－IIに沿って切断した断面図である。
先に図１で説明した通り、アレイ基板である下部基板２２とカラーフィルター基板である
上部基板５は離隔されて構成されており、上部基板５及び下部基板２２間には液晶層１４
を配置する。アレイ基板２２の上部にはゲート電極３２とアクティブ層３４とソース電極
３６とドレイン電極３８を含む薄膜トランジスタＴと、前記薄膜トランジスタＴの上部に
はこれを保護する保護膜４０が構成される。ゲート電極３２とアクティブ層３４間にはゲ
ート絶縁膜１６が形成されている。ゲート電極３２はゲート配線１３から延びて形成され
ていて、ソース電極３６はデータ配線１５から延びて形成されている。また、ゲート電極
３２、ソース電極３６及びドレイン電極３８はすべて金属物質で形成してあり、アクティ
ブ層３４はシリコンで形成する。
【０００８】
画素領域Ｐには前記薄膜トランジスタＴのドレイン電極３８と接触する透明画素電極１７
が構成されていて、画素電極１７と並列に連結したストレージキャパシターＣがゲート配
線１３の上部に構成される。ストレージキャパシターＣはゲート配線１３とキャパシター
金属層３０及びこれらの間に挿入されたゲート絶縁膜１６で構成されている。ゲート配線
１３はストレージキャパシターＣの第１電極の役割をして、キャパシター金属層３０はス
トレージキャパシターＣの第２電極の役割を遂行し、挿入されたゲート絶縁膜１６は誘電
層の役割を遂行する。
【０００９】
前記上部基板５には前記ゲート配線１３とデータ配線１５と薄膜トランジスタＴに対応し



(4) JP 4455840 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

てブラックマトリックス６が構成されており、下部基板２２の画素領域Ｐに対応してカラ
ーフィルター８が構成される。ブラックマトリックス６は図１のように上部基板５の全面
に形成されてカラーフィルター８が画素領域Ｐに対応できるように開口部を持っている形
状となっている。ブラックマトリックス６は液晶表示装置において光漏れ現象を防止して
、薄膜トランジスタＴに入射する外部光を遮断して光電流の発生を防止する役割をする。
カラーフィルター８は各々赤、緑、青色を有しており、カラーフィルター８の下部には透
明導電性物質からなる共通電極１８を配置する。
【００１０】
一方、透明画素電極１７は、それぞれの赤、緑、青カラーフィルター８に一対で対応する
。また、一般的なアレイ基板の構成は垂直クロストーク（ｃｒｏｓｓｔａｌｋ）を防止す
るために、画素電極１７をデータ配線１５と第１間隔Ａだけ離隔して構成し、また、ゲー
ト配線１３とも第２間隔Ｂだけ離隔して構成する。
【００１１】
データ配線１５と画素電極１７及びゲート配線１３と画素電極１７間の離隔間隔Ａ、Ｂは
、光漏れ現象が発生する領域であるために、上部カラーフィルター基板５に構成したブラ
ックマトリックス６がこの部分を遮るように構成する。また、前記薄膜トランジスタＴの
上部に構成されたブラックマトリックス６は外部から照射された光が保護膜４０を過ぎて
アクティブ層３４に影響を与えないようにするために光を遮断する役割をする。
ところが、前記上部基板５と下部基板２２を合着する工程において中合着誤差（ｍｉｓａ
ｌｉｇｎ）が発生する場合があるので、これを勘案して前記ブラックマトリックス６を設
計する時に一定の値のマージンをおいて設計するために、それだけ液晶表示装置の開口率
が低下する場合が発生する。また、マージンを越えた合着誤差が発生する場合、光漏れ領
域Ａ、Ｂがブラックマトリックス６にすべて遮られない光漏れ不良が発生する場合がたび
たびある。このような場合には前記光漏れが外部に現れるために液晶表示装置の画質を低
下させる問題がある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前述したような問題を解決するために提案されたものであって、本発明を要約す
ればカラーフィルターを下部基板に構成してカラーフィルター間領域すなわち、薄膜トラ
ンジスタとゲート配線及びデータ配線の上部にブラックマトリックスを構成するものであ
る。このような構成は高開口率の具現と同時に、工程の単純化による収率改善を目的とす
る。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
前述した目的を達成するための本発明による液晶表示装置用アレイ基板は、基板上に相互
に交差して画素領域を定義するゲート配線及びデータ配線と；前記ゲート配線とデータ配
線の交差地点に構成されてゲート電極とアクティブ層とソース電極とドレイン電極を含む
薄膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタとデータ配線とゲート配線の上部に構成され
た、前記ドレイン電極の一部を露出する不透明な有機膜であるブラックマトリックスと；
前記露出されたドレイン電極と接触していて前記画素領域に構成された第１透明電極と；
前記第１透明電極の上部の画素領域に構成されたカラーフィルターと；前記第１透明電極
と接触していて前記カラーフィルターの上部に構成された第２透明電極を含むことを特徴
とする。
【００１４】
本発明の液晶表示装置用アレイ基板は、前記ゲート電極とアクティブ層間に形成された第
１絶縁膜をさらに含み、前記薄膜トランジスタ上部及びブラックマトリックス上部から選
択された一ケ所に第２絶縁層をさらに含むことを特徴とする。また、液晶表示装置用アレ
イ基板において、前記第１絶縁膜は無機絶縁物質で構成されており、この無機絶縁物質は
窒化シリコン（ＳｉＮｘ）及び酸化シリコン（ＳｉＯ２）のうちから選択された一つであ
ることを特徴とする。本発明の液晶表示装置用アレイ基板は前記ゲート配線上部の前記第
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１絶縁膜上にキャパシター金属層をさらに含み、前記第１透明電極は前記キャパシター金
属層にブラックマトリックスに形成されたストレージコンタクトホールを通して接触する
。また、前記第１透明電極は前記ブラックマトリックスに形成されたドレインコンタクト
ホールを通してドレイン電極に接触させることができる。
【００１５】
前記ブラックマトリックスは、前記ドレイン電極の一側を完全に露出するようにパターニ
ングされて前記第１透明電極がドレイン電極と側面接触するようにすることもできる。
また、本発明の液晶表示装置用アレイ基板は、前記アクティブ層と前記ソース電極及びド
レイン電極間にオーミックコンタクト層をさらに含む。また、前記第１透明電極は前記基
板と直接接触するように形成することもできる。
【００１６】
本発明の特徴による液晶表示装置用アレイ基板の製造方法は、基板上に相互に交差して画
素領域を定義するゲート配線とデータ配線を形成する段階と；前記ゲート配線とデータ配
線の交差地点に構成されていて、ゲート電極とアクティブ層とソース電極とドレイン電極
を含む薄膜トランジスタを形成する段階と；前記薄膜トランジスターとデータ配線及びゲ
ート配線の上部に配置して、ドレイン電極の一部を露出する不透明な有機膜であるブラッ
クマトリックスを形成する段階と；前記露出されたドレイン電極と接触する第１透明電極
を画素領域に形成する段階と；前記第１透明電極上部の画素領域に対応する部分にカラー
フィルターを形成する段階と；前記第１透明電極層の一部と接触させてカラーフィルター
上部に第２透明電極を形成する段階を含むことを特徴とする。
【００１７】
本発明の液晶表示装置用アレイ基板製造方法は、前記ゲート電極と前記アクティブ層間に
第１絶縁膜を形成する段階をさらに含み、前記薄膜トランジスタ上部及びブラックマトリ
ックス上部から選択された一ケ所に第２絶縁層を形成する段階をさらに含むことを特徴と
する。
【００１８】
本発明の液晶表示装置用アレイ基板製造方法は、前記薄膜トランジスタ上部及びブラック
マトリックス上部すべてに絶縁層を形成する段階をさらに含み、前記第１絶縁膜は無機絶
縁物質からなることを特徴とする。前記無機絶縁物質は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）及び酸
化シリコン（ ＳｉＯ２）のうちから選択された一つである。
【００１９】
本発明による液晶表示装置用アレイ基板製造方法は、前記ゲート配線上部の前記第１絶縁
膜上にキャパシター金属層を形成する段階をさらに含む。前記第１透明電極は前記キャパ
シター金属層をブラックマトリックスに形成されたストレージコンタクトホールを通して
接触し、または前記第１透明電極は前記ブラックマトリックスに形成されたドレインコン
タクトホールを通してドレイン電極に接触する。
前記ブラックマトリックスは、前記ドレイン電極の一側を完全に露出するようにパターニ
ングされて前記第１透明電極がドレイン電極と側面接触するように形成できる。また、本
発明の液晶表示装置用アレイ基板製造方法は前記アクティブ層と前記ソース及びドレイン
電極間にオーミックコンタクト層を形成する段階をさらに含むことを特徴とする。
【００２０】
また、本発明の液晶表示装置用アレイ基板製造方法では前記第１透明電極は前記基板に直
接接触することを特徴とする。また本液晶表示装置用アレイ基板製造方法において、前記
第１透明電極及び第２透明電極を形成する段階は、基板の全面に第１透明導電性物質を蒸
着する段階と；前記第１透明導電性物質の上部に第２透明導電性物質を蒸着する段階と；
前記第１透明導電性物質及び第２透明導電性物質を同時にパターニングする段階を含むこ
とを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、添附した図面を参照しながら、本発明による望ましい実施例を説明する。
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【００２２】
－－第１実施例－－
図３は、本発明による液晶表示装置用アレイ基板の構成を概略的に示した図面である。図
３に示したように、ゲート配線１０２とデータ配線１１６を基板１００上に交差させて構
成している。ゲート配線１０２とデータ配線１１６の交差地点にはゲート電極１０４とア
クティブ層１０８とソース電極１１２及びドレイン電極１１４を含む薄膜トランジスタＴ
を構成する。前記ゲート配線１０２、データ配線１１６が交差して定義される画素領域Ｐ
にはドレイン電極１１４と接触する二重層の透明電極１２６、１３０と赤、緑、青色のカ
ラーフィルター１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃを構成する。
前記透明電極１２６、１３０は、二重層で構成され、このうち第１電極１２６はドレイン
電極１１４と接触しながらカラーフィルター１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃの下部に構成
し、第２電極１３０はカラーフィルター１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃの上部に構成する
。すなわち、前記第２電極１３０は前記第１電極１２６を通してドレイン電極１１４と間
接的に接触する形状である。また、前記第１透明電極１２６及び第２透明電極１３０はゲ
ート配線１０２の上部に構成されたストレージキャパシターＣと並列に連結する。ここで
、ストレージキャパシターＣはゲート配線１０２の一部を第１電極として、前記第１透明
電極１２６及び第２透明電極１３０と連結しながら前記ソース電極１１２、ドレイン電極
１１４と同一物質で同一層に形成されたキャパシター金属層１１８を第２電極とする。
【００２３】
本発明によるＣＯＴ構造においては図示したように、前記薄膜トランジスタＴのアレイの
上部にブラックマトリックス１２０が構成され、画素領域Ｐに赤、緑、青色のカラーフィ
ルター１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃが構成された形態である。ブラックマトリックス１
２０は光漏れ領域を遮る役割をし、ゲート配線１０２及びデータ配線１１６と薄膜トラン
ジスタＴに対応して構成する。前記ブラックマトリックス１２０は不透明な有機物質を塗
布して形成し、光を遮断する役割と一緒に薄膜トランジスタＴを保護する保護膜の役割を
する。前述した構成において、前記第１透明電極１２６はカラーフィルター１２８ａ、１
２８ｂ、１２８ｃをパターニングする薬液から下部のゲート配線１０２を保護するために
構成するものである。
【００２４】
以下、図４Ａないし図４Ｇを参照して本発明の第１実施例による液晶表示装置用アレイ基
板の製造方法を説明する。図４Ａないし図４Ｇは図３のＩＶ－ＩＶに沿って切断して本発
明の第１実施例による工程順序によって示した工程断面図である。図４Ａと図４Ｂはアレ
イ部を形成する工程であって、図４Ｃないし図４Ｇはアレイ部の上部にカラーフィルター
を形成する工程である。
【００２５】
図４Ａに示したように、基板１００の上部に導電性第１金属を蒸着してからパターニング
して、ゲート配線１０２とゲート電極１０４を形成する。前記ゲート配線１０２とゲート
電極１０４が形成された基板１００の全面に窒化シリコン（ＳｉＮｘ）と酸化シリコン（
 ＳｉＯ２）を含む無機絶縁物質グループのうちから選択された一つを蒸着して第１絶縁
層であるゲート絶縁膜１０６を形成する。前記ゲート絶縁膜１０６上に純粋非晶質シリコ
ン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）と不純物が含まれた非晶質シリコン（ｎ+ａ－Ｓｉ：Ｈ）を蒸着して
からパターニングして、ゲート電極１０４上部のゲート絶縁膜１０６上にアクティブ層１
０８とオーミックコンタクト層１１０を形成する。
【００２６】
次に図４Ｂに示したように、前記アクティブ層１０８とオーミックコンタクト層１１０が
形成された基板１００の全面にクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銅（Ｃｕ）、タン
グステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）等を含む導電性金属グループのうちから選択された一
つを蒸着して第２金属層をパターニングにより形成して、前記オーミックコンタクト層１
１０と各々接触するソース電極１１２とドレイン電極１１４を形成する。同時に、ソース
電極１１２と連結したデータ配線１１６を形成して、前記ゲート配線１０２の上部にアイ
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ランド状のキャパシター金属層１１８を形成する。前記ソース電極１１２は図３に示した
ようにデータ配線１１６から延びて形成されており、ドレイン電極１１４はアクティブ層
１０８を挟んでソース電極１１２と一定間隔離隔されて形成されている。第２金属層をパ
ターニングした後には、ソース電極１１２とドレイン電極１１４間に現れたオーミックコ
ンタクト層１１０をエッチングしてチャンネル領域（ｃｈａｎｎｅｌｒｅｇｉｏｎ）を形
成する。
【００２７】
したがって、薄膜トランジスタＴは、ゲート電極１０４、アクティブ層１０８、オーミッ
クコンタクト層１１０、ソース電極１１２及びドレイン電極１１４を含むようになり、ス
トレージキャパシターＣはゲート配線１０２の一部とキャパシター金属層１１８及びその
間のゲート絶縁膜１０６を含むようになる。
【００２８】
前記ソース電極１１２及びドレイン電極１１４が形成された基板１００の全面に窒化シリ
コン（ＳｉＮ２）と酸化シリコン（ ＳｉＯ２）を含んだ無機絶縁物質グループのうちか
ら選択された一つを蒸着して第２絶縁膜１１９を形成する。この時、第２絶縁膜１１９の
機能は以後に形成される有機膜（図示せず）と前記アクティブ層１０８間に発生する接触
不良を防止するための機能をする。第２絶縁膜１１９は前記有機膜とアクティブ層１０８
間に接触不良が発生しないならばあえて形成する必要はない。
【００２９】
前述したような工程を通して薄膜トランジスタアレイ部を形成する工程が完了したならば
以下、図４Ｃないし図４Ｇの工程を通してカラーフィルターを形成する。
【００３０】
図４Ｃに示したように、前記第２絶縁膜１１９上部に誘電率が低い不透明な有機物質を塗
布して有機層１２０ａを形成する。前記有機層１２０ａは黒色顔料を含んでいて以後工程
でブラックマトリックスとなる。
【００３１】
図４Ｄに示したように、塗布された有機層１２０ａをパターニングして、前記薄膜トラン
ジスタＴとデータ配線１１６及びゲート配線１０２の上部にブラックマトリックス１２０
を形成する。ブラックマトリックス１２０は有機物であるために、薄膜トランジスタＴを
保護する役割をする。この時、前記薄膜トランジスタＴを保護する保護膜としてブラック
マトリックス１２０を用いないで誘電率が低い透明有機絶縁物質または無機絶縁物質を用
いることができ、このような場合には上部基板に別途のブラックマトリックスを形成する
。前述した薄膜トランジスタＴを形成する工程において、前記薄膜トランジスタＴのドレ
イン電極１１４を露出するドレインコンタクトホール１２２が形成され、画素領域Ｐに対
応する部分はゲート絶縁膜１０６まで除去できるが、この部分のゲート絶縁膜は除去出来
なくて残っている場合がある。また、この時キャパシター金属層１１８の一部を露出する
ストレージコンタクトホール１２４を形成する。
一方、図面上に図示しなかったが、ブラックマトリックス１２０上部には無機絶縁層を形
成することができ、この無機絶縁層が形成されればドレイン電極を露出させるために別途
のパターニング工程が追加される。
【００３２】
次に、図４Ｅに示したように、前記ブラックマトリックス１２０が形成された基板１００
の全面にインジウム－スズ－オキサイド（ＩＴＯ）とインジウム－ジンク－オキサイド（
ＩＺＯ）を含んだ透明導電性金属物質グループのうちから選択された一つを蒸着して第１
透明電極層１２６を形成する。前記第１透明電極層１２６はドレインコンタクトホール１
２２を通して露出されたドレイン電極１１４と接触して、同時にストレージコンタクトホ
ール１２４を通してキャパシター金属層１１８と接触するように構成される。
第１透明電極層１２６は、以後に形成されるカラーフィルター（図示せず）をパターニン
グする薬液が下部のゲート絶縁膜１０６に浸透して、ゲート配線１０２及びゲート電極１
０４に触れることを防止するためのものであって工程安全性のために形成するものである
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。前記薬液がゲート配線１０２及びゲート電極１０４に流れ込んでしまう理由はゲート絶
縁膜１０６の蒸着不良のためであり、ゲート配線１０２及びゲート電極１０４の段差部分
でゲート絶縁膜１０６の蒸着不良が頻繁に発生するようになるので、この部分にカラーフ
ィルター（図示せず）をパターニングする薬液が流れ込んでしまう。すなわち、ゲート絶
縁膜１０６に形成されることがあるピンホールやクラックを通してカラーフィルターを形
成するために使われる薬液が入り込むことができ、この薬液はゲート配線１０２及びゲー
ト電極１０４を腐蝕させる。これを防止するために第１透明電極層１２６をカラーフィル
ター形成前に前もって基板１００の全面に形成するものである。
【００３３】
前記第１透明電極層１２６を形成した後に図４Ｆに示したように、カラー樹脂を塗布して
、多数の画素領域Ｐに赤色と緑色と青色のカラーフィルター１２８ａ、１２８ｂ、１２８
ｃを各々形成する。次に、前記カラーフィルター１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃが形成さ
れた基板１００の全面に前述したＩＴＯまたはＩＺＯのような透明導電性金属物質で第２
透明電極層１３０を形成する。前記第２透明電極層１３０はカラーフィルター１２８ａ、
１２８ｂ、１２８ｃが存在しない部分では下部の第１透明電極層１２６と接触して構成さ
れる。したがって、前記第２透明電極層１３０は第１透明電極層１２６を通して前記ドレ
イン電極１１４とキャパシター電極１１８と間接接触する形となる。
【００３４】
次に、図４Ｇに示したように、前記第１透明電極層１２６と第２透明電極層１３０を同時
にパターニングして画素領域ごとに独立的に構成された二重層の画素電極を形成する。す
なわち、二重層の画素電極は第１画素電極１２６ａと第２画素電極１３０ａで構成された
二重層構造であり、その間にはカラーフィルター１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃが挿入さ
れた形状である。
上の説明では第１透明電極層１２６と第２透明電極層１３０が同時にパターニングされて
二重層の画素電極を形成する例を説明したが、第１透明電極層１２６及び第２透明電極層
１３０は各々別にパターニングすることができ、この時第１画素電極１２６ａと第２画素
電極１３０ａは別々に形成される方式を取る。
【００３５】
前述したような工程を通して本発明の第１実施例による液晶表示装置用アレイ基板を製作
できる。本発明の第１実施例によるアレイ基板は従来と違ってブラックマトリックスとカ
ラーフィルターを含んでいて高い開口率を有する液晶表示装置を形成できるようにする。
また、二重層の画素電極を形成して、アレイ基板を製作する工程で工程安全性を向上させ
ることができる。
【００３６】
以下、第１実施例の変形例を第２実施例を通して説明する。
－－第２実施例－－
本発明の第２実施例は、前述した第１実施例の構成において、前記ドレイン電極と透明電
極層の接触面積を広げるために（接触不良を防止するために）ドレイン電極の一部を完全
に露出することを特徴とする。以下、図５Ａないし図５Ｆを参照して説明する。
【００３７】
図５Ａに示したように、基板２００の上部に導電性金属を蒸着してからパターニングして
、ゲート配線２０２とゲート電極２０４を形成する。前記ゲート配線２０４とゲート電極
２０２が形成された基板２００の全面に窒化シリコン（ＳｉＮｘ）と酸化シリコン（ Ｓ
ｉＯ２）を含む無機絶縁物質グループのうちから選択された一つを蒸着して、第１絶縁層
であるゲート絶縁膜２０６を形成する。
前記ゲート絶縁膜２０６上に純粋非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）と不純物が含まれた非
晶質シリコン（ｎ+ａ－Ｓｉ：Ｈ）を蒸着してからパターニングして、ゲート電極２０４
上部のゲート絶縁膜２０６上にアクティブ層２０８とオーミックコンタクト層２１０を形
成する。
【００３８】
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次に図５Ｂに示したように、前記アクティブ層２０８とオーミックコンタクト層２１０が
形成された基板２００の全面にクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、銅（Ｃｕ）、タン
グステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）等を含む導電性金属グループのうちから選択された一
つを蒸着してからパターニングして、前記オーミックコンタクト層２１０と各々接触する
ソース電極２１２とドレイン電極２１４を形成する。また、ソース電極２１２と接触する
データ配線２１６を形成して、前記ゲート配線２０２の上部にアイランド状のキャパシタ
ー金属層２１８を形成する。
【００３９】
前記ソース電極２１２は、図３に示したようにデータ配線２１６から延びて形成されてい
て、ドレイン電極２１４はアクティブ層２０８を挟んでソース電極２１２と一定間隔離隔
されて形成されている。第２金属層をパターニングした後には、ソース電極２１２とドレ
イン電極２１４間に現れたオーミックコンタクト層２１０をエッチングしてチャンネル領
域を形成する。
上のような工程により薄膜トランジスタＴとストレージキャパシターＣを完成する。薄膜
トランジスタＴはゲート電極２０４、アクティブ層２０８、オーミックコンタクト層２１
０、ソース電極２１２及びドレイン電極２１４を含むようになり、ストレージキャパシタ
ーＣはゲート配線２０２の一部とキャパシター金属層２１８及びその間のゲート絶縁膜２
０６を含むようになる。
前記ソース電極２１２及びドレイン電極２１４が形成された基板２００の全面に窒化シリ
コン（ＳｉＮ２）と酸化シリコン（ ＳｉＯ２）を含んだ無機絶縁物質グループのうちか
ら選択された一つを蒸着して第２絶縁膜２１９を形成する。この時、第２絶縁膜２１９の
機能は以後に形成される有機膜（図示せず）と前記アクティブ層２０８間に発生する接触
不良を防止するための機能をする。前記第２絶縁膜２１９は有機膜とアクティブ層２０８
との接触不良が発生しないならばあえて形成する必要はない。
【００４０】
前述したような工程を通して薄膜トランジスタアレイ部を形成する工程が完了したならば
以下、図５Ｃないし図５Ｆの工程を通してカラーフィルターを形成する。
図５Ｃに示したように、前記第２絶縁膜２１９上部に不透明な有機物質を塗布して有機層
２２０ａを形成する。前記有機層２２０ａは黒色顔料を含んでいて、以後の工程によりブ
ラックマトリックスとなる。前記有機層２２０ａは前記薄膜トランジスタＴ及びストレー
ジキャパシターＣを外部環境及び衝撃から保護する役割を遂行する。この時、前記薄膜ト
ランジスタＴを保護する保護膜として有機層２２０ａを用いないで誘電率が低い透明有機
絶縁物質または無機絶縁物質を用いることができるが、このような場合には上部基板に別
途のブラックマトリックスを形成する工程が必要になる。
【００４１】
以後図５Ｄに示したように、前記有機層２２０ａをパターニングして、前記薄膜トランジ
スタＴとデータ配線２１６及びゲート配線２０２の上部にブラックマトリックス２２０を
形成する。本発明の第２実施例においては前記ブラックマトリックス２２０形成時、図５
Ｄのように薄膜トランジスタＴのドレイン電極２１４は一部が完全に露出されるようにす
る。また、前記キャパシター金属層２１８の一部を露出するストレージコンタクトホール
２２４を形成し、画素領域Ｐには第１絶縁膜及び第２絶縁膜までパターニングして基板２
００が露出されるようにする。ドレインコンタクトホール代わりにドレイン電極の一部を
完全に露出させることによって、以後に形成される透明電極とドレイン電極との接触特性
を大幅に向上させることができる。図５Ｄにおいては画素領域のゲート絶縁膜２０６まで
パターニングされるが、ゲート絶縁膜２０６はパターニング出来なくて画素領域にそのま
ま残っている場合がある。
【００４２】
一方、図面上に図示しなかったが、ブラックマトリックス１２０上部には無機絶縁層を形
成することができ、この無機絶縁層が形成されればドレイン電極を露出させるために別途
のパターニング工程が追加される。
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次に、前記ブラックマトリックス２２０が形成された基板２００の全面にインジウム－ス
ズ－オキサイド（ＩＴＯ）とインジウム－ジンク－オキサイド（ＩＺＯ）を含んだ透明導
電性物質グループのうちから選択された一つを蒸着して第１透明電極層２２６を形成する
。この時、前記第１透明電極層２２６は一部が完全に露出されたドレイン電極２１４と接
触して、同時にストレージコンタクトホール２２４を通してキャパシター金属層２１８と
接触しながら構成される。前記ドレイン電極２１４は一部が完全に露出された形状である
ので第１実施例の構成のように一部だけ露出するコンタクトホールを形成する工程より前
記ドレイン電極２１４と第１透明電極層２２６の接触特性が安定的である。
【００４３】
詳細に説明すれば、一般的に不透明樹脂またはカラーフィルターをパターニングする工程
のうち問題になることは、微少なコンタクトホールを形成することにおいて、他の物質と
は違った工程上の難しさがある。したがって、コンタクトホールが詰まるコンタクトホー
ル不良が頻繁に発生して、これを解決するために前で説明したようにドレイン電極２１４
の一側面を全部露出する方法を用いればコンタクト不良を防止する良い方法になる。
【００４４】
前記第１透明電極層２２６は、前に説明したように、以後に形成されるカラーフィルター
（図示せず）をパターニングする薬液が下部のゲート絶縁膜２０６を浸透してゲート配線
２０２及びゲート電極２０４に触れることを防止するためのものであって工程安全性のた
めに形成するものである。前の第１実施例においても説明したように、前記薬液がゲート
配線２０２及びゲート電極２０４に流れ込んでしまう理由はゲート絶縁膜２０６の蒸着不
良のためであり、ゲート配線２０２及びゲート電極２０４の段差部分でゲート絶縁膜２０
６の蒸着不良が頻繁に発生するため、この部分にカラーフィルター（図示せず）をパター
ニングする薬液が流れ込んでしまう。すなわち、ゲート絶縁膜２０６に形成されることが
あるピンホールやクラックを通してカラーフィルターを形成するために使われる薬液が入
り込むことができ、この薬液はゲート配線２０２及びゲート電極２０４を腐蝕させること
ができる。これを防止するために第１透明電極層２２６をカラーフィルター形成前に前も
って基板２００の全面に形成するものである。
【００４５】
前記第１透明電極層２２６を形成した次に図５Ｅに示したように、カラー樹脂を塗布して
多数の画素領域Ｐに赤色と緑色と青色のカラーフィルター２２８ａ、２２８ｂ、２２８ｃ
を各々形成する。次に、前記カラーフィルター２２８ａ、２２８ｂ、２２８ｃが形成され
た基板２００の全面に前述したＩＴＯ及びＩＺＯのような透明導電性金属物質のうちから
選択された一つで第２透明電極層２３０を形成する。前記第２透明電極層２３０はカラー
フィルター２２８ａ、２２８ｂ、２２８ｃが存在しない部分では下部の第１透明電極層２
２６と接触して構成される。したがって、前記第２透明電極層２３０は第１透明電極層２
２６を通して前記ドレイン電極２１４とキャパシター金属層２１８と接触するようになる
。
【００４６】
次に、図５Ｆに示したように、前記第１透明電極層２２６と第２透明電極層２３０を同時
にパターニングして画素領域ごとに独立的にパターニングされた二重層の画素電極を形成
する。すなわち、二重層の画素電極は第１透明電極層２２６でパターニングされた第１画
素電極２２６ａと第２透明電極層２３０でパターニングされた第２画素電極２３０ａで構
成されている。
【００４７】
上の第２実施例の説明では第１透明電極層２２６と第２透明電極層２３０が同時にパター
ニングされて二重層の画素電極を形成する例を説明したが、第１透明電極層２２６及び第
２透明電極層２３０は各々別にパターニングすることができ、この時第１画素電極２２６
ａと第２画素電極２３０ａは別々に形成される方式を取る。
【００４８】
前述した第１実施例と第２実施例の工程において、これまでとは違って前記薄膜トランジ
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スタの上部に別途のマスク工程を必要とする保護膜を省略する代わりにブラックマトリッ
クスを通して保護膜に代わるようにするために工程が単純化される長所がある。
【００４９】
【発明の効果】
本発明によるＣＯＴ構造の液晶表示装置は、アレイ基板にカラーフィルターを形成するが
、薄膜トランジスタを保護する保護膜を別途に形成することなく不透明な有機物質を用い
て保護膜とブラックマトリックスを同時に具現するようにして、工程単純化と一緒に費用
を節減する効果がある。また、ブラックマトリックスを設計する時の合着誤差のための工
程マージンをおく必要がないので開口率を改善する効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般的な液晶表示装置の構成を概略的に示した図面である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿って切断して示した液晶表示装置の断面図である。
【図３】本発明によるＣＯＴ構造の液晶表示装置用アレイ基板の一部を概略的に示した平
面図である。
【図４Ａ】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による工程順序に
よって示した工程断面図である。
【図４Ｂ】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による工程順序に
よって示した工程断面図である。
【図４Ｃ】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による工程順序に
よって示した工程断面図である。
【図４Ｄ】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による工程順序に
よって示した工程断面図である。
【図４Ｅ】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による工程順序に
よって示した工程断面図である。
【図４Ｆ】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による工程順序に
よって示した工程断面図である。
【図４Ｇ】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による工程順序に
よって示した工程断面図である。
【図５Ａ】本発明の第２実施例によって図３のアレイ基板を製作する工程断面図を工程順
序によって示した断面図である。
【図５Ｂ】本発明の第２実施例によって図３のアレイ基板を製作する工程断面図を工程順
序によって示した断面図である。
【図５Ｃ】本発明の第２実施例によって図３のアレイ基板を製作する工程断面図を工程順
序によって示した断面図である。
【図５Ｄ】本発明の第２実施例によって図３のアレイ基板を製作する工程断面図を工程順
序によって示した断面図である。
【図５Ｅ】本発明の第２実施例によって図３のアレイ基板を製作する工程断面図を工程順
序によって示した断面図である。
【図５Ｆ】本発明の第２実施例によって図３のアレイ基板を製作する工程断面図を工程順
序によって示した断面図である。
【符号の説明】
１００：基板
１０２：ゲート配線
１０４：ゲート電極
１０６：ゲート絶縁膜（第１絶縁膜）
１０８：アクティブ層
１１０：オーミックコンタクト層
１１２：ソース電極
１１４：ドレイン電極
１１６：データ配線
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１１８：キャパシター金属層
１１９：第２絶縁膜
１２０：ブラックマトリックス
１２６：第１透明電極層
１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃ：カラーフィルター
１３０：第２透明電極層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】 【図４Ｅ】

【図４Ｆ】 【図４Ｇ】
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【図５Ｃ】 【図５Ｄ】
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